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Vor elektrostatischen Aufladungen oder Beruhrungsspannungen durch KurzschluBleiter geschiitzter 
Hybridschaltkreis, der auf einem Tragersubstrat empfindliche elektronische Bauelemente, 
Schichtschaltungsefementesowi L it rbahnenund Kontakteaufweist,dadurchgekennzeichnet,daB 
der als Zusatzleiterbahn (2) ausgebildet KurzschluBleiter zum Zweck des beruhrungs- und 
ladungstragerfreien Auftrennens, insbesondere durch Laserstrahl, mit einer isolierenden Schicht (3) 
unterlegt ist. 

Hi rzu 1 SeiteZeichnungen 
Anwendungsgebtet der Erfindung 

Die Erfindung bezteht sich auf das Gebiet der Mikroelektronik. Sie betrifft einen vor elektrostatischen Aufladungen oder 
Beruhrungsspannungen geschutzten Hybridschaltkreis, der auf einem Tragersubstrat empfindliche elektroinische Bauelemente. 
Schtchtschaltungselemente sowie Lerterbahnen und Kontakte aufweist. 



Charakteristik der bekannten technischen Losungen 

Auf Hybridschaltkreisen werden oftmals diskrete Bauelemente angeordnet, die aufgrund ihres Aufbaues oder auf grund einer 
nicht vorgesshenen Umhullung auSerst ernpfindlicft gegenobei eiekltostatischen Aufladungen oder Beruhrungsspannungen 
sind. 

Zum Schutz gegen diese schadigenden Einflusse ist es bekannt, bei der Herstellung dieser Schaltkreise bestimmte 
MaSnahmen vorzusehen. So ist es z. B. bekannt, den ganzen Arbeitsplau mh dem Schutzleiter einer Schukosteckdose zu 
verbinden (DE-OS 2912860). Die Real isierung dieser Schutzmafinahme erfordert etne Umgestaltung der jeweiligen 
Arbehsplatze, die nur mit relativ groBem Aufwand durchzufuhren ist. 

Es ist weherhin bekannt, die konventionellen Bauelemente der Leiterkartentechnik durch einen Kurzschlu Bring aus elektrisch 
lehendem Gummi zu schutz en (DE-OS 1 812009). Diese Art des Schutzes ist auf Grund der GroBe der in Hybridschaltkreisen 
verwendeten Bauelemente nicht mdglich bzw. wQrde beim Einsatz „nackter" Chips zu deren Zerstorung fuhren. 
Nach der deutschen Offenlegungssch rift 3234745 wird zur Abtertung el ektrostatischer Aufladungen bis zur abschtieBenden 
Montage ein Kurzschlu Brahmen aufgelegt und fixiert. Auch hier ist der erhohte Aufwand nachteilig. 

SchlieBlich ist ein integrierter Schaltkreis bekannt, der auf einem Filmtrager mh geatzten Leiterbahnen montiert ist, wobei die 
Lerterbahnen zunachst elektrisch verbunden sind, zur Messung und Prufung aufgetrennt und dann durch Daruberklappen einer 
teitfahigen Flache fGr Lagerung und Transport gegen elektrostatische Aufladungen geschutzt werden (DE-OS 3035 1 25). 
Nachteilig ist hier neben dem erhdhten Raumbedarf auf dem Substratfur die umzuklappende Flache vor allem dieTatsache,daB 
sich solche Strukturen auf flexiblem Substrat kaum durch Siebdrucken herstellen lassen sowie die Gefahr des dauerenden 
Veriotens bzw. Verklebens der Grundftache mit der umgeklappten Flache beim Schwalldten. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist es, einen vor elektrostatischen Aufladungen oder Beruhrungsspannungen geschutzten Hybridschaltkreis 
zu schaffen, wobei die Mittel zum Schutz ohne grofien Aufwand realisierbar sind. Die Gefahr einer mechanischen Schadigung zu 
schutzender Bauelemente durch diese Mittel soli ausgeschlossen sein. 

Dariegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen durch einen auftrennbaren KurzschluBleiter vor elektrostatischen Aufladungen 
oder Beruhrungsspannungen geschutzten Hybridschaltkreis zu schaffen, bei dem die Auftrennung des Kurzschlu Bleiters 
beruhrungs- und ladungstragerfrei erfolgen und die Trennstelle einen hohen Isolationswiderstand aufweisen soli. 
ErflndungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB der als Zusatzleiterbahn ausgebildete KurzschluBleiter mit einer 
isolierenden Schicht unterlegt ist. 

Wieman sich leicht vorstellen kann, verbessert die erfindungsgemaB untergelegte isolierende Schicht den Isolationswiderstand 
aer Trennstelle, indem bei der Auftrennung mittels Laserstrahl die verdampfende Isolierschicht die Bestandteile der gleichfalls 
verdampfenden Zusauleiterbahn mit forttragt und eine verlangerte Isolierstrecke aus hochwertigem Isoliermaterial entsteht. 
ute erfindungsgemaBe Losung zeichnet sich aus durch: 

- Bestandigkeit des Kurzschlu Bleiters im Reflow- bzw. SchwallotprozeB; 

- Vertraglichkeit mit der Siebdrucktechnologie; 

- keine Einschrankungen des technologischen Fertigungsdurchlaufes und 
genngen Aufwand zur Trennung des KurzschluBleiters. 
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AusfQhrungsbeispiel 

Die Effiridung soil nachstehend an einem AusfQhrungsbeispiel naher beschrieben werden. Die dazugehorigen Zeichnungen 
zetgen 

Fig.1 : den prinzipiellen Aufbau eines Hybridschaltkretses (Oraufsicht) 
Fig. 2: einen aufgetrennten Kurzschlufileiter {Schnittdarstellung). 

Auf einem Al 2 Oi-Ke rami ksubst rat befinden st'ch Oickschichtwiderstande6, Dickschichtleiterbahnen 5 und hybridgerechte, 
cmpfindlicheeielctronische Bauelemente7,z.B. MOS-Feldeffekttransistoren,sowieKontaktflachen9undfurdenAnschluQ nach 
auBen benotigte AnschluBpms 8. 

8elm Siebdrucken der Leiterbahnen 5 wird gemaS der Erfindung eine elektrisch leitende Struktur 2 mitgedruckt, die die 
Leiterbahnen 5 verbindet und damrt einen elektrischen KurzschfuB darstellt Zuvor wurde unter dtese Zusatzleiterbahn 2 eine 
elektrisch isolierende Schicht gedruckt, die beim spateren Durchtrennen der Zusatzleiterbahn 2 einen hohen 
Isolattonswtderstand (R^ > 1 0 12 Q) zwischen den Kontakten 9 bzw. den Anschfufipins 8 sicherL AIs geeignete efektrisch leitende 
Materialien fur die KurzschluBverbmdungen 2 kommen die bekannten Leiterbahnpasten, Widerstandspasten (R F ^ 25 Q/O) 
bzw. andere niederohmige Materia lien, wiez.6. gedampftes Oder gesputtertes Cu, Al oder FeNt in Frage. 
Des wetteren ist die Realisierung der KurzschluBverbindung 2 mittels einer oder mehrerer Bondbrucken aus Gold, Aluminium 
u.§. Werfcstoffen mogfich. Hierbei ist die Unterschichtung mrt der Isolationsschicht 3 nicht notwendig. 
Die KurzschluBverbindung bleibt nun fur den Zeitraum der folgenden technotogischen Arbettsschritte (Armierung, Wasche, 
2-Seitenbestuckung, Sichtkontrofte) bestehen und wird erst bei der notwendigen Hersteflung der Funktion des 
Hybridschaltkreises, insbesondere beim Funktionsabgleich, aufgetrennL Dieses Auftrennen kann durch jedes geeignete 
Verfahren geschehen, bei dem der Schaltkreis entsprechend geschOtzt werden kann. Die Kontakte 9 und die AnschluSpins8 
mussen durch au&ere SchutzmaBnahmen gesichert werden. 

Am gunstigsten erweist sich zur Auftr«nnung die Verwendung eines LaserstrahJes, da dieser ladungstragerfrei ist. 
Die erfindungsgemaften Mittel zur Realisierung eines vor eiektrostatischen Aufladungen oder Beruhrungsspartnungen 
geschutzten Hybridschaltkretses bewirken eine Verringerung des Aufwandes fur diesen Zweck. Da bei wird auch die 
Empfindltchkeit der zu schutzenden Bauelemente gegenOber mechantschen Beanspruchungen berucksichtigt, in dem die 
erfindungsgemaBen KurzschluBverbindungen in ihrer Hersteflung in ihrer Hersteflung in den HerstellungsprozeB des 
Hybridschaltkreises integriert sind. 
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Fig. 2 



